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硅 NPN 大功率晶体管                           T430 

    
特征                                                

·TO-3PN 外形 
·高电压，高电流                                            
·低饱合压降 
·达林顿晶体管 
 
用途 

·发电机励磁开关用 
·汽车点火用  
·开关调节器 
·马达控制应用 
 
脚位排列 

脚位 名称 

1 基极 

2 集电极 

3 发射极 

 
最大额定值 (TC=25℃) 

符号 参数 条件 额定值 单位 

VCBO  集电极—基极电压 发射极开路 600 V 

VCEO 集电极—发射极电压 基极开路 400 V 

VEBO 发射极—基极电压 集电极开路 5 V 

IC 集电极电流   10 A 

IB 基极电流  2 A 

PC 集电极耗散功率 TC=25℃  100 W 

Tj 结温  150 ℃ 

Tstg 贮存温度   -55~150 ℃ 
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电特性(TC=25℃) 

符号 参数 条件 最小 典型 最大 单位

V(BR)CEO 集电极—发射极击穿电压 IC=50mA ;IB=0 400    V 

VCE(sat)-1 集电极—发射极饱和压降 IC=3A; IB=0.6A   1.5 V 

VCE(sat)-2 集电极—发射极饱和压降 IC=7A; IB=0.14A   1.8 V 

VBE(sat) 基极—发射极饱和压降 IC=7A; IB=0.14A   2.5 V 

ICBO 集电极—基极截止电流 VCB=600V; IE=0   0.1 mA 

ICEO 集电极—发射极截止电流 VCE=400V; IB=0   0.5 mA 

IEBO 发射极—基极截止电流 VEB=5V; IC=0   5 mA 

hFE 直流增益 IC= 4A ; VCE=4V 800    
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外形尺寸图 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  
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